
TM^T' WELTORGANISATION FOR GEISTIGES EIGENTUM 

MTKs X Internationales Btlro 

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG tJBER DIE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET PES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 
G01L 9/06 



Al 



(11) Internationale VeroffenUichungsnummer: WO 00/33047 

8. Juni 2000 (08.06.00) 



(43) Internationales 

Veroffentlichungsdatum : 



(21) Internationales Aktenzeichen: 

(22) Internationales Anmeldedatum: 



PCT/EP99/08834 

17. November 1999 
(17.11.99) 



(30) Prioritatsdaten: 
298 21 563.2 



2. Dezember 1998 (02.12.98) DE 



(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten ausser US): IM- 

PELLA CARDIOTECHNIK AG [DE/DE]; Pauwelsstrasse 
19, D-52074 Aachen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nurfiir US)i SIESS, Thorsten [DE/DE]; 
Kirchenstiasse 8, D-52146 Wurselen (DE). NDC, Christoph 
[DE/DE]; Augustastrasse 10, D-52223 Stolberg (DE). 

(74)Anwaite: SELT1NG, GOnther usw.; Postfach 10 22 41, 
D-50462 Koln (DE). 



(81) Bestimmungsstaaten: AE, AL t AM, AT, AU, AZ, BA, BB, 
BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, 
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, 
KP, KR, KZ, LC. LK, LR, LS. LT, LU, LV, MD, MG, MK, 
MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, 
SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, 
ZA. ZW. ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, 
SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, 
KZ, MD, RU, TJ, TM), europaisches Patent (AT, BE, CH, 
CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, 
PT. SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, 
GW, ML. MR, NE, SN. TD, TG). 



VerofTentlicht 

Mit internationalem Recherchenbericht. 

Vor Ablaufder fur Anderungen der Anspriiche zugelassenen 

Frist; Ver&ffentlichung wird wiederholt falls Anderungen 

eintreffen. 



(54) Title: PRESSURE SENSOR 
(54) Bezeichnung: DRUCKSENSOR 



O 19 



1 ? /20 /29 



M3 \, !n in 




23 2A 25 



(57) Abstract 

The invention relates to a pressure sensor consisting of a chip (11) which is mounted on a support wall (10) and which is provided 
with a resistance unit consisting of strip conductors and being arranged at the lower side (13) of a substrate (12). Said lower side faces 
the support wall (10). The resistance unit is located on a thin membrane (18). A recess (19) is located behind said membrane. The chip 
(11) is fixed on the support wall (10) by means of an elastic intermediate layer (26). The electrical components of the chip are protectively 
arranged between the substrate (12) and the support wall (10). The invention provides for an extremely flat sensor unit without additional 
sensor housing. Said sensor unit can even be used for measuring pressures in electrically conductive mediums. 



(57) Zusammenfassung 

Dcr Druckscnsor besteht aus einem Chip (11), der auf eincr Tragerwand (10) befestigt ist. Der Chip (11) weist cine aus Leiterbahnen 
bestehende Widerstandsanordnung auf, die an der der Tragerwand (10) zugewandten unteren Seite (13) ernes Substrats (12) angeordnet ist. 
Die Widerstandsanordnung befindet sich auf einer dflnnen Membran (18), hinter der sich eine Ausnehmung (19) befindet. Der Chip (11) 
ist mit einer elastischen Zwischenschicht (26) auf der Tragerwand (10) befestigt Die elektrischen Komponenten des Chips sind zwischen 
dem Substrat (12) und der Tragerwand (10) geschtttzt untergebrachL Durch die Erfindung wird eine aufierst flache Sensoreinrichtung ohne 
zusatzliches Sensorgehause realisiert, die sogar geeignet ist, in elektrisch leitfahigen Medien DrQcke zu messen. 
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Drucksensor 

Die Erfindung betrifft einen ungekapselten gehauselosen Druck- 
sensor zur Messung des Druckes in einem flussigen oder gasfor- 
migen Medium und insbesondere einen Drucksensor mit einer Wi- 
derstandsanordnung aus Leiterbahnen, die auf einem Substrat in 
Form eines Halbleiterchips angeordnet sind, 

Es ist bekannt zur Messung eines Fliissigkeitsdrucks, z.B. des 
Blutdrucks im Innern eines Blutgefaftes, einen Drucksensor in- 
nerhalb eines Katheters zu verwenden, der einen Halbleiterchip 
mit einer darauf angeordneten Widerstandsanordnung aufweist. 
Der Halbleiterchip, der das Substrat bildet, ist unterhalb. der 
Widerstandsanordnung mit einer Ausnehmung versehen, so daft an 
der Melistelle eine sehr dunne Wandstarke vorhanden ist. Infolge 
der Druckeinwirkung tritt eine Biegung der dunnen Wand auf, wo- 
durch sich unterschiedliche Dehnungen der Widerstande der Wi- 
derstandsanordnung ergeben. Auf diese Weise kann anhand der An- 
derung der an der Widerstandsanordnung gemessenen Spannung der 
auf das Substrat wirkende Druck ermittelt werden. Das Substrat 
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ist auf eine Tragerwand, die sich wiederum in einem Katheter 
befinden kann, aufgeklebt, wobei die Widerstandsanordnung auf 
der der Tragerwand abgewandten Seite des Substrats angeordnet 
ist. Da diese Seite dem Medium ausgesetzt ist, dessen Druck ge- 
messen werden soli, ist sie mit einer zusatzlichen Passi- 
vierungsschicht beschichtet, welche verhindert, daft das Medium 
mit der Widerstandsanordnung bzw. dem Substrat in Kontakt 
kommt. Zwar sind alle elektrischen Komponenten des Drucksensors 
bedeckt, jedoch kann insbesondere wenn der Drucksensor in elek- 
trisch leitfahigen Flussigkeiten betrieben wird, Elektrokor- 
rosion auftreten, die zum Sensorverlust oder zu einer in- 
harenten Sensordrift fuhrt. Dariiber hinaus wirken sich etwaige 
Beschadigungen der Passivierungsschicht unmittelbar auf das 
Funktionsverhalten des Sensors aus. Schliefilich bereitet die 
Anwendung solcher Drucksensoren im Blutkreislauf gewisse 
Probleme, weil f luidbedingte Fehlmessungen und Anlagerung von 
Blutbestandteilen auftreten konnen. 

Aus DE 39 37 522 Al ist ein Halbleiter-Drucksensor bekannt, der 
eine Tragerwand und ein Halbleitersubstrat aufweist. Eine 
Druckubertragungsof f nung befindet sich in dem Substrat. Diese 
ist als Vertiefung des Substrats ausgebildet und von einer 
Membran begrenzt. Die Widerstandsanordnung befindet sich auf 
derjenigen Seite des Substrats, welche an' der Tragerwand 
anliegt. Zwischen Substrat und Tragerwand befindet sich eine 
Elastomerdichtung , Diese erstreckt sich jedoch nicht uber den 
Bereich der Membran. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen ungekapselten 
gehauselosen Drucksensor zu schaffen, der unempf indlich gegen 
Beschadigungen ist und der insbesondere als . kleinf ormatiger 
Sensor mit hoher Genauigkeit einsetzbar ist. 
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Die Losung ciieser Aufgabe erfolgt erf indungsgemaft mit den im 
Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen. 

Bei dem erf indungsgemaften Drucksensor ist diejenige Seite des 
Substrats, auf der die Widerstandsanordnung angeordnet ist, der 
Tragerwand zugewandt, wobei zwischen Tragerwand und Substrat 
eine elastische Zwischenschicht angeordnet ist- Bei diesem 
Drucksensor sind die auf dem Substrat untergebrachten elek- 
trischen Komponenten zwischen Substrat und Tragerwand geschutzt 
enthalten. Sollten durch auBere Einwirkungen Beschadigungen am 
Sensor auftreten, so bleiben diese fur die Funktion unkritisch, 
weil nur die Oberseite des Substrats oder Chips betroffen ist. 
Der Sensor kann aufgrund der geschutzten Unterbringung der Wi- 
derstandsanordnung in elektrisch leitfahigen Flussigkeiten be- 
trieben werden, ohne das Elektrokorrosion zum Sensorverlust 
oder zu einer inharenten Sensordrift fuhren wurde. Soweit Iso- 
lationsschichten erforderlich sind, konnen diese aufterst diinn 
gehalten werden. Die erf indungsgemafte gehauselose Drucksensor- 
ausfiihrung fuhrt zu einer kleinf ormatigen und flachen Anordnung 
und kann in eine dunne Tragerwand von wenigen Zehntelmil- 
limetern integriert werden ohne erhaben zu sein. Die Tragerwand 
kann plan oder an einem Rohr gekrummt sein. Ferner weist der 
Drucksensor keine Lichtempf indlichkeit auf , da die elektrisch 
und evtl. Fotogalvanisch aktive Flache lichtdicht zwischen 
Substrat und Tragerwand angeordnet ist. Durch die Erfindung 
wird eine aufierst flache Sensoreinrichtung ohne zusatzliches 
Sensorgehause realisiert, die sogar geeignet ist, in elektrisch 
leitfahigen Medien Drucke zu messen. Die isolierende Zwischen- 
schicht zwischen der Tragerwand und dem Substrat ist elastisch. 
Dies bedeutet, daft diese Zwischenschicht gewisse Bewegungen des 
Sensors in Bezug auf die Tragerwand zulafit, so daft das Substrat 
auf der Tragerwand gewissermaften schwimmend gehalten ist. Da- 
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durch wird eine mechanische Entkopplung des Sensors von der 
Tragerwand erreicht und es wird sichergestellt , daft mechanische 
oder temperaturbedingte Def ormationen der Tragerwand keine we- 
sentlichen elektrischen Signale hervorrufen. Vorzugsweise wird 
fur die Zwischenschicht Silikonmaterial benutzt. 

GemaJi einer bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist die Wi- 
derstandsanordnung auf einer diinnen Membran des Substrats an- 
geordnet, welche mit der der Tragerwand zugewandten Oberflache 
des Substrats biindig ist, wobei sich hinter der Membran eine 
Ausnehmung befindet. Der Durchmesser der Ausnehmung liegt in 
der Groftenordnung von 0,1 bis 0,6 mm, so daft die Ausnehmung zu 
klein ist, um mit ublichen Werkzeugen wie Pinzetten, die ver- 
senkt angeordnete dunne Membran zu erreichen und zu bescha- 
digen . 

Ein weiterer Vorteil besteht darin, das Kabel die an die Unter- 
seite des Substrats angeschlossen sind, an der Tragerwand durch 
Kleben oder Zementieren unmittelbar befestigt werden konnen, 
wodurch an der Anbindungsstelle eine Zugentlastung eintritt. 
Fernerhin ist der isolationsgef ahrdete Anbindungsbereich in- 
folge seiner Anordnung zwischen Substrat und Tragerwand mecha- 
nisch geschutzt. 

Der erf indungsgemafte Drucksensor kann als Absolut-Drucksensor 
ausgebildet sein. Hierbei ist die Ausnehmung des Substrats eva- 
kuiert und mit- einer vakuumdichten Schicht bedeckt. Anderer- 
seits besteht die Moglichkeit, den Drucksensor als Differenz- 
drucksensor auszubilden, wobei beide Seiten der Tragerwand und 
somit auch beide Seiten der diinnen Membran unterschiedlichen 
Drlicken ausgesetzt sind. 
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Im folgenden werden unter Bezugnahme auf die Zeichnungen Aus- 
f uhrungsbeispiele der Erfindung naher erlautert. 

Es zeigen: 

Fig. 1 einen Schnitt durch eine erste Ausf uhrungsf orm des 
Drucksensors, der hier als Absolut-Drucksensor ausge- 
bildet ist, 

Fig. 2 eine Unteransicht des Substrats aus Richtung des 
Pfeiles II-II von Fig. 1, und 

Fig. 3 einen Schnitt durch einen Drucksensor, der als Dif- 
ferenz-Drucksensor ausgebildet ist. 

Der Drucksensor nach den Fign. 1 und 2 weist eine Tragerwand 10 
auf, die einen Druck PI, der auf einer Seite der Tragerwand 
herrscht gegen die Umgebung abgrenzt . Es sei angenommen, daft in 
der Umgebung der Druck P2 herrscht. Die vorzugsweise nur wenige 
Zehntelmillimeter starke Tragerwand 10 besteht aus einem star- 
ren gasdichten Material, insbesondere aus Metall. Sie kann eben 
sein, jedoch besteht auch die Moglichkeit, daii es sich um ein 
zylindrisches oder anderweitiges Formteil handelt. 

Auf der Tragerwand 10 ist ein Chip 11 angebracht, der aus einem 
Substrat .12 besteht, welches an seiner unteren Seite 13, die 
der Tragerwand 10 zugewandt ist, eine elektrische Wider- 
standsanordnung 14 tragt, die in Fig. 2 dargestellt ist. Das 
Substrat 12 besteht aus hochreinem Silizium und hat eine Dicke 
von etwa 200 jam. Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine 
rechteckige Scheibe mit einer Grofte von 14 00 yim x 600 pm. Auf 
dem Substrat 12 sind Leiterbahnen 15 im Wege der bei Halb- 
leiterprodukten iiblichen Depositions- und Atztechnik erzeugt. 
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Zugleich mit den Leiterbahnen 15 sind Kontaktf lachen 16 ausge- 
bildet, welche an externe Kabel angeschlossen werden konnen. 
Die Leiterbahnen 15 sind ferner mit Widerstandsbrucken 17 zu 
einer Bruckenschaltung verbunden. Im vorliegenden Fall sind 
vier Widerstandsbrucken 17 vorhanden, die eine ubliche Brucken- 
schaltung bilden. Die Widerstandsbrucken 17 bestehen aus 
schmalen und daher hochohmigen Abschnitten der Leiterbahnen 15. 
Die Widerstandsbrucken 17 sind im Bereich einer Membran 18 an- 
geordnet. Diese Membran 18 besteht aus einer im Bereich einer 
Ausnehmung 19 stehengebliebenen diinnen Wand des Substrats 12. 
Die Ausnehmung 19 entspricht einem Pyramidenstumpf mit schragen 
Flanken 20. Ihre Kantenlange betragt 250 jam. Die Starke der 
Membran 18 betragt ca. 10 pm. Die Membran 18 erstreckt sich an 
der unteren Seite des Substrats 12, so daft diese untere Seite 
insgesamt plan ist, d.h. keine Vertiefungen oder Erhohungen 
aufweist. 

An die Kontaktf lachen 16 sind die Leiter 21 von Sensorkabeln 22 
plan angebondet. angeschlossen. Diese Sensorkabel 22 sind mit 
ihren Isolierungen auf der Tragerplatte 10 mit einem Epoxid- 
kleber 23 fixiert. In der Tragerplatte 10 ist eine Aussparung 
24 vorgesehen, in die die Leiter 21 eintauchen, so daft ihre Eh- 
den unterhalb des Substrats 12 Platz finden. Die Aussparung 24 
ist mit einer isolierenden und elastischen Kunststof fmasse 25 
ahnlich der elastischen Zwischenschicht 2 6 ausgefullt. 

Zwischen der unteren Seite 13 des Chips 11 und der Tragerplatte 
10 befindet sich ebenfalls eine elastische Zwischenschicht 26 
aus Silikon-Material. Diese Schicht 26 erstreckt sich liber die 
gesamte untere Flache des Substrats 12, einschliefilich der Mem- 
bran 18. Auf der Zwischenschicht 26 wird der Chip 11 schwimmend 
getragen. 
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In der Tragerplatte 10 ist unterhalb der Membran 18 eine Druck- 
ubertragungsof f nung 27 vorgesehen, die sich durch die gesamte 
Starke der Tragerplatte erstreckt. Die Druckubertragungs-Of f- 
nung 27 ist mit einer Fullung 28 ausgefullt, die aus dem Mate- 
rial der Zwischenschicht 26 besteht oder aus einem Druckliber- 
tragungsgel. Die Unterseite der Fullung 28 ist bundig mit der 
Unterseite der Tragerwand 10. Dies hat zur Folge, daft das Me- 
dium, das durch die Tragerwand 10 begrenzt wird, nicht in die 
Druckubertragungsof f nung 27 eindringen kann und dort keine Ab- 
lagerungen bildet. Zudem konnen hohe Stromungsgeschwindigkeiten 
an der Unterseite der Tragerplatte aufgrund des stofikanten- 
freien Ubergangs zwischen Tragerplatte und Fullung 28 nicht zu 
Druckartef akten f iihren . 

Die Oberseite des Chips 11, die die Ruckseite bildet, ist mit 
einer. vakuumdichten Schicht 29 bedeckt, die beispielsweise 
ebenfalls aus Silizium besteht. Diese Schicht 29 schliefit die 
Ausnehmung 19 nach auften ab. Die Ausnehmung 19 ist evakuiert. 
Der Druck, der liber die Fullung 28 auf die Membran 18 einwirkt, 
ist der Druck PI und die Verformung der Membran 18 ist aus- 
schlieftlich von diesem Druck PI abhangig. Folglich ist der 
Drucksensor ein Absolutdrucksensor . 

Fig. 3 zeigt das Ausf uhrungsbeispiel von Fig. 1 in modifi- 
zierter. Form als Dif f erenz-Drucksensor . Hierbei ist die Schicht 

29 f ortgelassen, so daft auf die eine Seite der Membran 18 der 
Druck PI und auf die Ruckseite der Membran der Druck P2 wirkt. 
Der Dif f erenz-Drucksensor miftt also die Differenz PI minus P2. 
Hierbei kann die Ausnehmung 19 mit einem druckubertragenden Gel 

30 oder Silikon ausgefullt werden. 



WO 00/33047 



PCT/EP99/08834 



- 8 - 
P ATENTAN S PRUC HE 

Drucksensor mit einer auf einem Substrat (12) angeordneten 
aus Leiterbahnen bestehenden Widerstandsanordnung (14), 
einer Tragerwand (10) , an der das Substrat (12) befestigt 
ist, und einer der Widerstandsanordnung (14) gegeniiber- 
liegenden Druckiibertragungsof f nung (27) , 

wobei das Substrat (12) mit derjenigen Seite (13), auf der 
die Widerstandsanordnung (14) angeordnet ist, der Trager- 
wand (10) zugewandt ist und zwischen Tragerwand (10) und 
Substrat (12) eine elastische Zwischenschicht (26) an- 
geordnet ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Druckubertragungsof f nung (27) in der Tragerwand 
(10) vorgesehen und einer ebenen Seite des Substrats (12) 
zugewandt ist. 

Drucksensor nach Anspruch 1, wobei die Druckubertragungs- 
of f nung (27) mit dem Material der Zwischenschicht (26) im 
wesentlichen ausgefullt ist. 

Drucksensor nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Wider- 
standsanordnung (14) auf einer diinnen Membran (18) des 
Substrats (12) angeordnet ist, welche mit der der Trager- 
wand (10) zugewandten Oberflache des Substrats (12) bundig 
ist, wobei sich hinter der Membran (18) eine Ausnehmung 
(19) befindet. 

Drucksensor nach einem der Anspruche 1-3, wobei auf der 
die Widerstandsanordnung (14) tragenden Seite (13) des 
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Substrats (12) Kontaktf lachen (16) angeordnet sind, an 
welche Anschluftkabel (22) flach angeschlossen sind, die in 
eine Aussparung (24) der Tragerwand (10) eintauchen. 

Drucksensor nach Anspruch 3, wobei die Ausnehmung (19) des 
Substrats (12) evakuiert und mit einer vakuumdichten 
Schicht (29) bedeckt ist. 



WO 00/33047 PCT/EP99/08834 




INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intent mI Application No 

PCT/EP 99/08834 



B. FIELDS SEARCHED 



MrtroJTi docunentatlofi 

IPC 7 601L 



Beetrooto data beaeoeneUted during «» Memallonal March (nam of data ba*e and. where praeocel, aearch femw used) 



C. DOCUMENT8 COH8TOERH> TO BE RELEVANT 



Category • CMtaieldooumnLtMiMeaflen. whero appropriate, of awrHevantpaaMoe* 



Relevant to dakn Now 



EP 0 801 293 A (GRUNDFOS A/S) 

15 October 1997 (1997-10-15) 

column 7, line 11 - line 34; figures 2-4 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 10, no. 324 (P-512) '2380!, 

5 November 1986 (1986-11-05) 

6 OP 61 132832 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 
20 June 1986 (1986-06-20) 

abstract 

US 4 763 098 A (M.C. GLENN ET AL.) 

9 August 1988 (1988-08-09) 

column 2, line 15 - line 40; figure 1 

US 5 581 038 A (F. P. LANPR0P0UL0S ET AL.) 

3 December 1996 (1996-12-03) 

column 11, line 6 - line 22; figures 3-5 



1.3 



1 

4,5 
1.2 



Further documents are lated In the continuation of box C. 



El 



Patent family members are lated hi annex 



• Special cate go rie s of cited documents : 

"A" document defoftig the general state of the art which Is not 

considered to be of particular relevance 
"E* eaiOer document but pubiahed on or after tie iHe ma flo ne J 

fling date 

V document which may throw doubts cn priority ctaftn(s)or 

which te cited to eatabUah the puUkatflon date of another 
citation or other special reason (as specified) 
■O" document referring to an oral olsotoeure, use, exhfeWonor 
other means 

V docum€rtpublehedprf<)rtotheht«r^ flftigdatebut 

later than the priority date claimed 



T later document published after the bitemattonal IBHg date 
or priority date and not ki conllct wfth the appfcatton but 
cited to understand the prtnetole or theory underiylng the 



"X" document of particular relevance; the claJmed Invention 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
hvofve an Inventive step when the document la taken alone 

°Y" document of particular relevance: the claimed swentton 

cannot be considered to Involve an Inventive step when the 
deccrnent Is oomtrtied vrfth one or more other sijch docu- 
ments, such ccmbktatlon being obvious to a person sidled 
kl the art 

"V document member of *ie same patent famly 



Date of the actual completion of 9>e Wernatlonal search 

22 March 2000 



Date of mallng of the International search report 

30/03/2000 



Name and mating address of the ISA 

European Patent Office, P.B. 6818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rtjswtjc 
Tel. (431-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3018 



Authorized officer 

Van Assche, P 



Forni PCT7I8A*10 (Moond *»«t> (Aiy 1W2) 



page 1 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 



Intern al Application No 

PCT/EP 99/08834 



C(Conttou*tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category* I Citation ot dooutwrrt, with hdoafloawhem appropriate, of the relevant paasagea 



Reievant to dafcn No. 



US 4 274 423 A (M. MIZUNO ET AL.) 
23 June 1981 (1981-06-23) 
column 5, line 49 -column 6, line 4; 
figure 3 

EP 0 354 479 A (NIPP0NDENS0 CO., LTD.) 
14 February 1990 (1990-02-14) 
abstract; figures 

HO 92 12408 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
F0RDERUNG DER ANGEUANDTEN F0RSCHUNG E.V.) 
23 July 1992 (1992-07-23) 
abstract; figures 



1,2 



Form PCT7!SA£10 (cortkTU«aon of ••oond eh^O (JUy 1M2) 



page 2 of 2 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

dOfipj ct ion on patent taraOy nMRiNra 



PCT/EP 99/08834 



Patent document 
cfted h search report 


PubScaUon 
date 


Patent family 
fnafnbof(a) 


Publication 
date 


EP 801293 


A 


15-10-1997 


DE 


19614458 A 


16-10-1997 


JP 61132832 


A 


20-06-1986 


NONE 






US 4763098 


A 


09-08-1988 


NONE 






US 5581038 


A 


03-12-1996 


NONE 






US 4274423 


A 


23-06-1981 


JP 
JP 
JP 


1248886 C 
54083488 A 
59021495 B 


25-01-1985 
03-07-1979 
21-05-1984 


EP 354479 


A 


14-02-1990 


DE 
DE 
US 
JP 
JP 


68916719 D 
68916719 T 
4930353 A 
2138776 A 
2792116 B 


18-08-1994 
23-03-1995 
05-06-1990 
28-05-1990 
27-08-1998 



W0 9212408 A 23-07-1992 DE 59200282 D 18-08-1994 

EP 0567482 A 03-11-1993 



Form PCT/ISASIO (p«trt twi*y «nr*x) (Aiy 1M2) 



INTERN ATIONALER RECHERCHENBERICHT 



Interr aalaa AMerttefchen 

PCT/EP 99/08834 



A. KLASStHZIERUNQ DE8 AKMELDUMQ8QEQEMST ANDES 

IPK 7 G01L9/06 



Nach der tntemaflonalen Patentttaaefflkaflon (IPK) oder nach dec natlonalen Kbssfflkatkyi und der IPK 



B. RECHERCHIEBTE QEBIETE 



Recherchtertor Mndeetprutetotl 

IPK 7 G01L 



(Kteaattkaltoneeystem und Haeamkaticnaaymbole ) 



Rc3533erte7berT^^ Qettete falen 



Wahrend der tntemattcnateo Recherche koneutterte elektrcnbche Datenbenk (Name der Datenbenk und evd. verwendete Suchbegrtffe) 



C. ALB WE8EtmJCH AftQESEHEMg UMTERLAQEM 



Kategorto* Bezetehnung der VeiMertlchuig, eowelt ertorderiteh utter Angabe der hi Betracht kommenden Tele 



Betr. Anapiuch Nr. 



EP 0 801 293 A (GRUNDFOS A/S) 

15. Oktober 1997 (1997-10-15) 

Spalte 7, Zelle 11 - Zelle 34; Abblldungen 

2-4 _ 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol. 10, no. 324 (P-512) '2380!, 

5. November 1986 (1986-11-05) 

& OP 61 132832 A (SANYO ELECTRIC CO LTD), 

20. Junl 1986 (1986-06-20) 

Zusararoenfassung 

US 4 763 098 A (M.C. GLENN ET AL.) 

9. August 1988 (1988-08-09) 

Spalte 2, Zelle 15 - Zelle 40; Abblldung 1 

-/— 



1,3 



1 

4,5 



13 



WeftereVertffenalchungenatiTdderF^^ 



ID 



Stone Anhang Patentfamle 



• Beeondero Kategonen von angegebenen Veroflenflchungen : 

•A" Verdffentflchung. de den aflgemekien Stand derTechr* defWert, 
abernlcht ale beeonder* bedeutaam anzueehen tot 

■£* fitteree Dofcurent, daa Jodoch enrtam oder nachdem brttefnaflonaJen 
AniTteldedatLJTi verfirlerrtlcht worden let 

V VetWfertltehung, de geekjnet tat efnen Pttattal aa napruch rweBetwft er- 
echefren zu teseen, oder durch de daa Ver^ffentlkiTLngadatiJTi elner 
anderenlm Recherchenbertoht genamten Veio^enfflchtng bdegt werden 
*ol oder <fle aua eheni anderen beeonderen Qnrri angegetoen tet (wte 
auegefOhft) 

XT VetSfferiflchung, die ateh auf «*ne mQndlche Offenbaiung. 

efne Benutzung, eine AuactaOung oder andere MaBnahmen berfent 
"p" Vetoffenfllchung, de vor dem IntemaflonaJen Anrnddedatirn, abac nach 

dem beanapiuchten Prlorttftadatum verfifTenflkht worden let 



T" Spatere Veratentlohung. de nach dem WemallonaJen Ar^dedatum 
oder dam Prtorttatadatum verSffenticht worden tatundmttder 
ArmefctagrtcMkollderi, eondemnurxum VeratfincHe dee der 
Strung nJQRnddkoeoden Prtrzipe oder def Ihr zugiundeflegenden 
Theorie angegeben laf 

-X- Ver«ferrtflchung von beaonderer Bedeutung; de beanspiuohte Bflndrng 
kann afleln aijfgiund deeer Vercyrenfflchung rtcht ate neu Oder auf 
erftidenacher fatf gjceft beruhend betrachtet werden 

■y Veioflentflchung von beeonderer Bedeutung; de beanapiuchte Emnding 
kann ntaht ate auf erMeriecherTfifldkett beruhend betrachtet 
werden, wem de VecSfl e rtfflch u ng mrt elner odermehreren anderen 
Veroflenttchungen deeer Kategode In Veibkidung i gebraohtwW und 
deee Vertxhduig IQr elnen Facrwrtann nahelegend let 

-&» Verofferdichung, de Mttfted dereefcen Patentfamlie tot 



Datum dee AbecW ua aea derlnt e maflonalen Recherche 



22. Marz 2000 



Abeendedatum dee IntemaflonaJen Reche*iiet*ertcht8 

30/03/2000 



Name und Poatanacrulft der International en Recheichertbehorde 
Europalaohea Patentamt, PJB. 5818 PatenHaan 2 
NL - 2280 HV RHswUk 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 eponf. 
Fax (431-70) 340-3016 



Bevollmachflgter Bedenateter 

Van Assche, P 



Fomttatt PCTA8A/210 (B«tt 2) (Jul 1 «2) 



Selte 1 von 2 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



bitarn wJ— Akte na ttefttn 

PCT/EP 99/08834 



C.(FortM*ZUna) ALS WE8EMTUCH ANQE8EHENE UNTERLAQEN 



BesefcrtKngderVerilteriUMuwsaii^e^^ 



US 5 581 038 A (F.P. LAMPROPOULOS ET AL.) 

3. Dezember 1996 (1996-12-03) 

Spalte 11, Zelle 6 - Zelle 22; Abblldungen 

3-5 

US 4 274 423 A (M. MIZUNO ET AL.) 
23. Jun1 1981 (1981-06-23) 
Spalte 5, Zelle 49 -Spalte 6, Zelle 4; 
Abt>1 Idung 3 

EP 0 354 479 A (NIPP0NDENS0 CO., LTD.) 
14. Februar 1990 (1990-02-14) 
Zu sammenf assung ; Abbl 1 dungen 

W0 92 12408 A (FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
F6RDERUNG DER ANGEHANDTEN F0RSCHUNG E.V.) 
23. Jull 1992 (1992-07-23) 
Zu sammenf assung ; Abbl 1 dungen 



Betr. Anspnich Nr. 



1,2 



1,2 



F<art*UltPCT/J8A^O(F«t9«ta^\aiBta«2)(J^1»^ 



Selte 2 von 2 



INTERNATIONALE!! RECHERCHENBERICHT 



Intern ales Attenzetchen 

PCT/EP 99/08834 



lm Redterchentericftt 
angefOhrtea Paterrtdokumerrt 



Datum der 
VertffentUchuno 



Mftgfled(er) der 
Patentfamlfle 



Datum der 
Veftiffentfcrtung 



EP 801293 


A 


15-10-1997 


DE 


19614458 A 


16-10-1997 


JP 61132832 


A 


20-06-1986 


KEINE 




US 4763098 


A 


09-08-1988 


KEINE 




US 5581038 


A 


03-12-1996 


KEINE 




US 4274423 


A 


23-06-1981 


JP 
JP 
JP 


1248886 C 
54083488 A 
59021495 B 


25-01-1985 
03-07-1979 

C±\rO X70H 


EP 354479 


A 


14-02-1990 


DE 
DE 
US 
JP 
JP 


68916719 D 
68916719 T 
4930353 A 
2138776 A 
2792116 B 


18-08-1994 
23-03-1995 
05-06-1990 
28-05-1990 
27-08-1998 


WO 9212408 


A 


23-07-1992 


DE 
EP 


59200282 D 
0567482 A 


18-08-1994 
03-11-1993 



Fomtfatt PCTViaA/210 (Jnhartg P*ttnttai*k)(Jdi 



